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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板、前記基板上に形成される有機発光素子、前記基板上に形成される薄膜トランジス
タ、前記薄膜トランジスタ上に形成される有機絶縁膜、前記有機絶縁膜上に形成される導
電パターンを備える有機発光表示装置のリペア方法に係わり、
　前記導電パターンにショートが発生した場合、ＦＩＢ（Ｆｏｃｕｓｅｄ　Ｉｏｎ　Ｂｅ
ａｍ）によって前記ショートを除去するステップを含み、
　前記ショートを除去するステップは、
　前記ショートのある位置にイオンビームを照射し、前記ショートのある位置の前記導電
パターンに電荷除去器を接触させて、ショートのある部分をエッチングすること、を含み
、
　前記電荷除去器は、開口が形成された接触部、及び前記接触部と連結された電荷移動部
を含む、有機発光表示装置のリペア方法。
【請求項２】
　基板、前記基板上に形成される有機発光素子、前記基板上に形成される薄膜トランジス
タ、前記薄膜トランジスタ上に形成される有機絶縁膜、前記有機絶縁膜上に形成される導
電パターンを備える有機発光表示装置のリペア方法に係わり、
　前記導電パターンに断線が発生した場合、ＦＩＢによって前記断線を修理するステップ
を含み、
　前記断線を修理するステップは、
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　前記断線のある位置に蒸着ガスを照射することと、
　前記ＦＩＢから前記断線のある位置にイオンビームを照射し、前記断線のある位置の前
記導電パターンに電荷除去器を接触させることと、を含み、
　前記電荷除去器は、開口が形成された接触部、及び前記接触部と連結された電荷移動部
を含む、
有機発光表示装置のリペア方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置のリペア方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、表示装置は、携帯が可能な薄型の平板表示装置に代替されている。平板表示装置
の中でも、有機発光表示装置は、自発光型表示装置であって、視野角が広くてコントラス
トに優れているだけでなく、応答速度が速いという長所を有して、次世代ディスプレイ装
置として注目されている。
【０００３】
　有機発光表示装置は、一つ以上の薄膜トランジスタを備え、薄膜トランジスタの上部に
有機膜が形成される。有機膜上に配線及び電極が形成される。このような有機膜は、無機
膜に比べて、容易に損傷する恐れがあるので、前記配線及び電極に、ショートまたは断線
が発生する場合に、ディスプレイ装置のリペア(ｒｅｐａｉｒ)が容易ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＫＲ　２００９－０１０９９２８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、下部有機膜の損傷が少ないディスプレイ装置のリペ
ア方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を達成するために、一側面によれば、基板、前記基板上に形成される有機発光
素子、前記基板上に形成される薄膜トランジスタ、前記薄膜トランジスタ上に形成される
有機絶縁膜、前記有機絶縁膜上に形成される導電パターンを備える有機発光表示装置のリ
ペア方法に係わり、前記導電パターンにショートが発生した場合、ＦＩＢ(Ｆｏｃｕｓｅ
ｄ Ｉｏｎ Ｂｅａｍ)によって、前記ショートを除去するステップを含む有機発光表示装
置のリペア方法を提供する。
【０００７】
　前記ショートを除去するステップは、前記ショートのある位置にイオンビームを発射し
て、ショートのある部分をエッチングするステップを含む。
　前記ショートを除去するステップは、前記ショートのある位置にフッ素含有ガスを供給
するステップをさらに含む。
　前記フッ素含有ガスは、二フッ化キセノン(ＸｅＦ２：Ｘｅｎｏｎ Ｄｉｆｌｕｏｒｉｄ
ｅ)を含む。
【０００８】
　前記ショートを除去するステップは、前記ショートのある位置に電荷中和装置(Ｃｈａ
ｎｇｅ Ｎｅｕｔｒａｌｉｚｅｒ)を適用するステップをさらに含む。
　前記ショートを除去するステップは、前記ショートのある位置に電荷除去器を適用する
ステップをさらに含み、前記電荷除去器は、開口が形成された接触部、及び前記接触部と
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連結された電荷移動部を含む。
【０００９】
　前記接触部は、絶縁部によって絶縁される第１電極部及び第２電極部を含み、前記電荷
移動部は、第１電極部または第２電極部と連結される。
　前記有機発光素子は、第１電極、第２電極、及び前記第１電極と第２電極との間に配さ
れる有機発光層を含み、前記導電パターンは、配線パターン及び前記第１電極を含む。
【００１０】
　前記第１電極及び前記配線パターンは、同じ金属材で形成される。
　前記ＦＩＢは、ガリウムをソースにする。
　他の側面によれば、基板、前記基板上に形成される有機発光素子、前記基板上に形成さ
れる薄膜トランジスタ、前記薄膜トランジスタ上に形成される有機絶縁膜、前記有機絶縁
膜上に形成される導電パターンを備える有機発光表示装置のリペア方法に係わり、前記導
電パターンに断線が発生した場合、ＦＩＢによって前記断線を修理するステップを含む有
機発光表示装置のリペア方法を提供する。
【００１１】
　前記断線を修理するステップは、前記断線のある位置に蒸着ガスを照射するステップと
、前記ＦＩＢから前記断線のある位置にイオンビームを発射するステップと、を含む。
　前記断線を修理するステップは、前記断線のある位置にフッ素含有ガスを供給するステ
ップをさらに含む。
【００１２】
　前記フッ素含有ガスは、二フッ化キセノン(ＸｅＦ２)を含む。
　前記断線を修理するステップは、前記断線のある位置に電荷中和装置を適用するステッ
プをさらに含む。
　前記断線を除去するステップは、前記断線のある位置に電荷除去器を適用するステップ
をさらに含み、前記電荷除去器は、開口が形成された接触部、及び前記接触部と連結され
た電荷移動部を含む。
【００１３】
　前記接触部は、絶縁部によって絶縁される第１電極部及び第２電極部を含み、前記電荷
移動部は、第１電極部または第２電極部と連結される。
　前記有機発光素子は、第１電極、第２電極、及び前記第１電極と第２電極との間に配さ
れる有機発光層を含み、前記導電パターンは、配線パターン及び前記第１電極を含む。
　前記第１電極及び前記配線パターンは、同じ金属材で形成される。
　前記ＦＩＢは、ガリウムをソースにする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、有機膜上の配線及び電極のリペア工程時に、有機膜の損傷を減らすこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】有機発光表示装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図２】有機発光表示装置の一部を概略的に示す平面図である。
【図３】ショートが発生した有機発光表示装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図４】ショートが発生した有機発光表示装置の一部を概略的に示す平面図である。
【図５】断線が発生した有機発光表示装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図６】断線が発生した有機発光表示装置の一部を概略的に示す平面図である。
【図７】電荷中和装置を適用する場合を概略的に示す図面である。
【図８】電荷除去器を適用する場合を概略的に示す図面である。
【図９Ａ】一実施形態による電荷除去器を概略的に示す平面図である。
【図９Ｂ】他の実施形態による電荷除去器を概略的に示す平面図である。
【図１０】フッ素含有ガスを供給する場合を概略的に示す図面である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態についてさらに詳細に説明
する。
　図１は、有機発光表示装置１の一部を概略的に示した断面図であり、図２は有機発光表
示装置１の一部を概略的に示した平面図である。
【００１７】
　図１及び図２を参照すれば、有機絶縁膜１１５上に導電パターン１２０が不良なしに形
成される。
　図１を参照すれば、本実施形態による有機発光表示装置１は、基板１１０及び有機発光
素子２０を含む。
【００１８】
　基板１１０上には、有機発光素子２０、及び有機発光素子２０に接続された薄膜トラン
ジスタ(Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ)１０が備えられる。前記図面
には、一つの有機発光素子及び一つのＴＦＴが示されているが、それは、説明の便宜のた
めのものであり、本実施形態による有機発光表示装置１は、複数の有機発光素子２０及び
複数個のＴＦＴ １０を含む。
【００１９】
　各有機発光素子２０の駆動をＴＦＴで制御するか否かによって、受動駆動型(ＰＭ：Ｐ
ａｓｓｉｖｅ Ｍａｔｒｉｘ)及び能動駆動型(ＡＭ：Ａｃｔｉｖｅ Ｍａｔｒｉｘ)に分か
れる。本実施形態による有機発光表示装置１は、能動駆動型及び受動駆動型のいずれの場
合にも適用される。以下では、能動駆動型有機発光平板表示装置を一例として、本発明の
実施形態を詳細に説明する。
【００２０】
　基板１１０上には、基板１１０の平滑性及び不純元素の浸透を遮断するために、ＳｉＯ

２及び／またはＳｉＮｘで形成されたバッファ層１１１がさらに備えられる。
　バッファ層１１１上には、ＴＦＴ １０の活性層１１が半導体材料によって形成される
。活性層１１は、多結晶シリコンで形成されるが、必ずしもそれに限定されるものではな
く、酸化物半導体で形成されてもよい。例えば、酸化物半導体は、亜鉛(Ｚｎ)、インジウ
ム(Ｉｎ)、ガリウム(Ｇａ)、スズ(Ｓｎ)、カドミウム(Ｃｄ)、ゲルマニウム(Ｇｅ)、また
はハフニウム(Ｈｆ)のような１２,１３，１４族金属元素及びそれらの組合わせから選択
された物質の酸化物を含む。例えば、活性層１１は、Ｇ－Ｉ－Ｚ－Ｏ[(Ｉｎ２Ｏ３)ａ(Ｇ
ａ２Ｏ３)ｂ(ＺｎＯ)ｃ](ａ,ｂ,ｃは、それぞれａ≧０,ｂ≧０,ｃ＞０の条件を満足させ
る実数)を含む。
【００２１】
　活性層１１を覆うように、ゲート絶縁膜１１２が形成される。ゲート絶縁膜１１２上に
は、ゲート電極１２が備えられ、それを覆うように、層間絶縁膜１１３が形成される。そ
して、層間絶縁膜１１３上には、ソース電極１３及びドレイン電極１４が備えられ、それ
を覆うように、パッシベーション膜１１４及び有機絶縁膜１１５が順次に備えられる。
【００２２】
　前記のゲート絶縁膜１１２、層間絶縁膜１１３及びパッシベーション膜１１４は、絶縁
体で備えられ、無機物、有機物、または有／無機複合物で、単層または複層の構造で形成
される。
【００２３】
　有機絶縁膜１１５は、ＴＦＴ １０を覆うように形成される。有機絶縁膜１１５は、複
数のＴＦＴ １０が備えられた基板１１０の段差を減らすためのものであり、上面が平坦
化された単一または複数層の絶縁膜となる。有機絶縁膜１１５は、有機物で形成される。
有機絶縁膜１１５として、ポリイミド、ポリアミド、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテン
及びフェノール樹脂で形成された群から選択される一つ以上の物質を使用する。
【００２４】
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　一方、前述したＴＦＴ １０の積層構造は、一例示であり、それ以外にも、多様な構造
のＴＦＴがいずれも適用可能である。
　前述した有機絶縁膜１１５の上部には、有機発光素子２０のアノード電極となる第１電
極２１が形成され、それを覆うように、絶縁物で画素定義膜１１６が形成される。画素定
義膜１１６に所定の開口部を形成した後、その開口部として限定された領域内に、有機発
光素子の有機発光層２２が形成される。そして、全体画素をいずれも覆うように、有機発
光素子２０のカソード電極となる第２電極２３が形成される。もちろん、第１電極２１と
第２電極２３の極性は、相互逆になってもよい。
【００２５】
　第１電極２１及び第２電極２３から、それぞれ正孔及び電子が有機発光層２２の内部に
注入される。注入された正孔と電子が結合したエキシトン(Ｅｘｉｔｏｎ)が、励起状態か
ら基底状態に落ちる時に発光する。
【００２６】
　有機発光層２２は、低分子または高分子の有機物で備えられる。低分子有機物を使用す
る場合、有機発光層２２を介して、ホール注入層(ＨＩＬ：Ｈｏｌｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ
 Ｌａｙｅｒ)(図示せず)、ホール輸送層(ＨＴＬ：Ｈｏｌｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙ
ｅｒ)(図示せず)、電子輸送層(ＥＴＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙｅ
ｒ)(図示せず)、電子注入層(ＥＩＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ
)(図示せず)が、単一あるいは複合の構造に積層されて形成され、使用可能な有機材料も
、銅フタロシアニン(ＣｕＰｃ：Ｃｏｐｐｅｒ Ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ)、Ｎ,Ｎ’
－ジ(ナフタレン－１－イル)－Ｎ,Ｎ'－ジフェニル－ベンジジン(Ｎ,Ｎ'－ｄｉ(ｎａｐｈ
ｔｈａｌｅｎｅ－１－ｙｌ)－Ｎ,Ｎ'－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ：ＮＰＢ)
、トリス－８－ヒドロキシキノリンアルミニウム(ｔｒｉｓ－８－ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉ
ｎｏｌｉｎｅａｌｕｍｉｎｕｍ)(Ａｌｑ３)を始めとして、多様に適用可能である。それ
らの低分子有機物は、マスクを利用して真空蒸着方法で形成される。
【００２７】
　高分子有機物の場合、有機発光層２２からアノード電極側にホール輸送層(ＨＴＬ)(図
示せず)がさらに備えられた構造を有し、この時、ホール輸送層(ＨＴＬ)に、ＰＥＤＯＴ
（ｐｏｌｙ(３,４－ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ)）を使用し、発光
層にＰＰＶ(ｐｏｌｙ－ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｖｉｎｙｌｅｎｅ)系及びポリフルオレン(Ｐ
ｏｙｆｌｕｏｒｅｎｅ)系など、高分子有機物質を使用する。
【００２８】
　有機発光層２２は、開口の内部に形成され、各画素別に別途の発光物質が形成されるが
、必ずしもそれに限定されるものではなく、有機発光層２２は、画素の位置に関係なく、
全体に共通して形成される。その時、有機発光層は、例えば、赤色、緑色及び青色の光を
放出する発光物質を含む層が、垂直に積層されるかまたは混合されて形成される。もちろ
ん、白色光を放出できれば、他の色の組合わせが可能である。また、前記放出された白色
光を所定のカラーに変換する色変換層やカラーフィルタをさらに備える。
【００２９】
　また、本発明の一実施形態による有機発光表示装置１で、有機発光素子２０は、封止層
方向に光を放出する。すなわち、有機発光素子２０は、前面発光型である。ここで、有機
発光素子２０が封止層方向に光を放出するために、第１電極２１としては、反射型電極が
使われ、第２電極２３としては、透過型または半透過型電極が使われる。しかし、本発明
の一実施形態で、有機発光表示装置１は、前面発光型に限定されるものではない。したが
って、有機発光表示装置１は、背面発光型または両面発光型でもある。
【００３０】
　有機発光素子２０上には、薄膜封止層が配されて、有機発光素子２０及び駆動回路部を
保護する。薄膜封止層は、一層以上の有機層と一層以上の無機層とが交互に積層形成され
る。前記無機層または前記有機層は、それぞれ複数層である。
　有機発光素子２０を含む基板１１０上に、有機発光素子２０を封じ止める封止基板が対
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向して配される。封止基板は、ガラス、金属、またはプラスチックで形成される。
【００３１】
　図１及び図２を参照すれば、有機絶縁膜１１５の平坦化された上部面に、導電パターン
１２０が形成される。導電パターン１２０は、配線パターン１２１及び第１電極２１を含
む。配線パターン１２１及び第１電極２１は、同一工程で同一物質で形成される。配線パ
ターン１２１は、複数の第１電極２１の間を通過する形態に形成される。
【００３２】
　図３は、ショートが発生した有機発光表示装置２の一部を概略的に示した断面図であり
、図４は、ショートが発生した有機発光表示装置２の一部を概略的に示した平面図である
。
　図３及び図４を参照すれば、有機絶縁膜１１５上に配された配線パターン１２１と第１
電極２１との間にショートが発生する可能性がある。このようなショートが発生した場合
に、ショートのある部分１２３をカッティングしてショートを除去する。
【００３３】
　ショートのある部分１２３をカッティングする時に、ＦＩＢ(Ｆｏｃｕｓｅｄ Ｉｏｎ 
Ｂｅａｍ)１３０を利用する。ＦＩＢ １３０によって、ショートがある部分１２３を切断
して、ショートを除去する。ＦＩＢ １３０は、ＦＩＢ照射装置１３１によって発射され
る。ＦＩＢ １３０は、ガリウム(Ｇａ)をソースにする。ショートのある部分１２３をカ
ッティングする時に、ＦＩＢ １３０を利用することによって、ショートのある部分１２
３の下部の有機絶縁膜１１５の損傷を減らしながら、ショートを除去する。
【００３４】
　図３及び図４には、配線パターン１２１と第１電極２１とのショートを示したが、それ
に限定されるものではなく、有機絶縁膜１１５上のいずれのショートにも、前記方法が適
用可能である。
　図５は、断線が発生した有機発光表示装置３の一部を概略的に示した断面図であり、図
６は、断線が発生した有機発光表示装置３の一部を概略的に示した平面図である。
【００３５】
　図５及び図６を参照すれば、有機絶縁膜１１５上に配された配線パターンに断線が発生
することもある。このような断線が発生した場合に、断線のある位置１２７に導電物質を
形成して、断線を修理する。
【００３６】
　断線のある位置１２７に導電物質を形成する時に、ＦＩＢ １３０を利用する。断線の
ある位置１２７に蒸着ガス１４０を照射すると同時に、ＦＩＢ １３０を発射することに
よって、ＦＩＢ １３０によって蒸着ガス１４０が分解されながら、断線のある位置１２
７に導電物質が堆積される。ＦＩＢ １３０は、ＦＩＢ照射装置１３１によって発射され
る。ＦＩＢ １３０は、ガリウム(Ｇａ)をソースにする。断線のある位置１２７に導電物
質を形成する時、ＦＩＢ １３０を利用することによって、断線のある位置１２７の下部
の有機絶縁膜１１５の損傷を減らし、蒸着される導電物質と有機絶縁膜１１５との結合力
を向上させる。
【００３７】
　図５及び図６には、配線パターン１２１の断線を示したが、それに限定されるものでは
なく、有機絶縁膜１１５上のいずれの断線にも、前記方法が適用可能である。
　図７は、電荷中和装置(Ｃｈａｒｇｅ Ｎｅｕｔｒａｌｉｚｅｒ)１５０を適用する場合
を概略的に示した図面である。
【００３８】
　有機発光表示装置２,３のリペア工程でＦＩＢ １３０を適用する時に、ＦＩＢ １３０
による電荷１３３が集中される。ＴＦＴ １０の周辺に電荷１３３が集中することにより
、ＴＦＴ １０に損傷が生じるか、または特性が変わる。
　図７を参照すれば、ＦＩＢ １３０が照射される位置に、電荷中和装置 １５０を適用す
る。電荷中和装置１５０によって放出された電荷１５３がＦＩＢ １３０による電荷１３
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３と結合することによって、ＦＩＢ １３０による電荷１３３が中和される。この時、Ｆ
ＩＢ １３０による電荷１３３は、正電荷であり、電荷中和装置１５０によって放出され
た電荷１５３は、負電荷である。電荷中和装置１５０によって、ＦＩＢ １３０による電
荷１３３を中和させることによって、ＦＩＢ １３０が照射される位置周辺の素子の損傷
、または特性変化を防止する。
【００３９】
　図８は、電荷除去器１６０を適用する場合を概略的に示した図面であり、図９Ａは、一
実施形態による電荷除去器１６０を概略的に示した平面図であり、図９Ｂは、他の実施形
態による電荷除去器２６０を概略的に示した平面図である。
　図８を参照すれば、導電パターン１２０上に電荷除去器１６０を適用して、ＦＩＢ １
３０による電荷１３３をＦＩＢ １３０が照射される位置から除去する。
【００４０】
　図８及び図９Ａを参照すれば、電荷除去器１６０は、導電体で形成され、接触部１６１
及び電荷移動部１６５を含む。接触部１６１には、開口１６３が形成される。接触部１６
１は、導電パターン１２０と接触し、開口１６３が、ＦＩＢ １３０が照射される領域に
位置されるように配される。ＦＩＢ １３０による電荷１３３は、接触部１６１に移動し
た後、電荷移動部１６５に沿って外部に排出される。電荷除去器１６０によって、ＦＩＢ
 １３０による電荷１３３を排出させることによって、ＦＩＢ １３０が照射される位置周
辺の素子の損傷または特性変化を防止する。
【００４１】
　図９Ａを参照すれば、一実施形態による電荷除去器１６０は、一体型の金属材で形成さ
れる。ＦＩＢ １３０による電荷１３３が正電荷である場合、電荷移動部１６５を開口１
６３から遠ざかる方向に電位を次第に低めることによって、電荷１３３を効率的に外部に
排出させる。
【００４２】
　図９Ｂを参照すれば、他の実施形態による電荷除去器１６０は、接触部１６１及び電荷
移動部１６５を含む。接触部１６１は、第１電極部１６６、第２電極部１６８及び絶縁部
１６７を含む。絶縁部１６７によって、第１電極部１６６及び第２電極部１６８は、絶縁
され、電荷移動部１６５は、第１電極部１６６または第２電極部１６８と連結される。Ｆ
ＩＢ １３０による電荷１３３が陽電荷である場合、第２電極部１６８を電荷移動部１６
５と連結し、第１電極部１６６を(＋)電極にし、第２電極部１６８及び電荷移動部１６５
を(－)電極にするが、電荷移動部１６５を開口１６３から遠ざかる方向に電位を次第に低
める。その場合、ＦＩＢ １３０による電荷１３３は、一次的に第２電極部１６８にほと
んど集中し、２次的に第２電極部１６８に集中した電荷が、電荷移動部１６５に沿って開
口１６３から遠ざかる方向に移動することによって、電荷１３３を効率的に外部に排出さ
せる。
【００４３】
　図示していないが、導電パターン１２０の上部に、追加的に金属層がさらに形成される
場合には、前記金属層に電圧を印加することによって、ＦＩＢによる電荷を排出させる方
法も可能である。
　図１０は、フッ素含有ガス１７０を供給する場合を概略的に示した図面である。
　図１０を参照すれば、有機発光表示装置２,３のリペア工程で、ＦＩＢ １３０を適用す
る時に、ＦＩＢ １３０による電荷１３３によって、導電パターン１２０にショートが発
生することがある。
【００４４】
　ＦＩＢ １３０による電荷１３３が正電荷である場合、ＦＩＢ １３０が照射される位置
に、フッ素含有ガス１７０を供給する。フッ素含有ガス１７０は、フッ素含有ガス照射装
置１７１によって供給される。フッ素含有ガス１７０によるフッ素含有分子１７３がＦＩ
Ｂ １３０による電荷１３３と化学反応して、ＦＩＢ １３０による電荷１３３がフッ素と
結合されることによって、ＦＩＢ １３０による残余物質を除去する。フッ素含有分子１
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７３は、二フッ化キセノン(ＸｅＦ２)である。ＦＩＢ １３０による残余物質を除去する
ことによって、ＦＩＢ １３０の電荷１３３による導電パターン１２０のショートを防止
する。フッ素含有ガス１７０は、ＦＩＢ １３０の照射以後に供給される。また、フッ素
含有ガス１７０の供給は、ＦＩＢ １３０の照射と同時に行われてもよい。
【００４５】
　本発明は、添付図面に示された一実施形態を参照して説明したが、それは、例示的なも
のに過ぎず、当業者ならば、それらから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能である
という点が理解できるであろう。したがって、本発明の真の保護範囲は、特許請求の範囲
によって決定されねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、表示装置関連の技術分野に好適に適用可能である。
【符号の説明】
【００４７】
２    有機発光表示装置
１０    ＴＦＴ
１１    活性層
１２    ゲート電極
１３    ソース電極
１４    ドレイン電極
２１    第１電極
１１０    基板
１１１    バッファ層
１１２    ゲート絶縁膜
１１３    層間絶縁膜
１１４    パッシベーション膜
１１５    有機絶縁膜
１２０    導電パターン
１２１    配線パターン
１２３    ショートのある部分
１３０    ＦＩＢ
１３１    ＦＩＢ照射装置
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